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【はじめに】カーボンナノチューブ薄膜トラン

ジスタ(CNT TFT)の p/n型制御のため、ポリエ

チレンイミン(PEI)を用いた化学ドープ[1]がよ

く用いられている。以前、我々はこれを用いて

プラスチック基板上に移動度 69 cm2/Vsの n型

CNT TFTを実現した[2]。しかしながら、作製さ

れた素子には、大気中において両極性伝導やヒ

ステリシス、ON電流の急激な減少が見られた。

今回、異なる雰囲気下における測定を行い、こ

れらの原因を調べた[3]。また、保護膜の形成に

よる安定性の向上についても報告する。 

【実験方法・結果】実験には、Fig. 1 (a)に示す

ボトムゲート型 CNT TFTを用いた。チャネル

に用いる CNT ネットワーク(Fig. 1 (c))は転写

法により形成し[4]、PEI溶液をスピンコートす

ることで n型ドーピングを行った。測定にはガ

ス導入可能な温度可変のプローバを用いた。ま

た、各雰囲気下での測定の前には真空中にてベ

ークを行うことにより吸着分子を脱離させた。

測定雰囲気は、真空中、酸素 (160 Torr)、水蒸

気 (12 Torr)、水蒸気+酸素 (12/160 Torr)とした。

その結果、特に、酸素と水蒸気の両方が存在し

ている場合において、真空中(Fig. 2(a))では見

られなかった両極性伝導や大きなヒステリシ

ス(Fig. 2(c))に加え、ON電流の急激な減少が見

られた。一方で、酸素、または水蒸気のみ(Fig. 

2(b))の場合、両極性伝導や急激な電流の減少は

見られず、ヒステリシスは比較的小さいもので

あった。この結果は、素子の不安定性が主に酸

素と水の酸化還元反応に起因していることを

示唆している[5]。また、低温 ALD 法により保

護膜(Al2O3, 50 nm)を堆積することで、大気中

においても安定性の向上が見られた。 
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Fig. 1 (a) 素子構造, (b) 顕微鏡写真, (c) SEM像. 
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Fig. 2 各測定雰囲気による伝達特性. 

第 61 回応用物理学会春季学術講演会　講演予稿集（2014 春　青山学院大学）

Ⓒ 2014 年　応用物理学会

19p-E18-15

17-150


